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Opt £ acher Koppler 

Der optoelektronische Koppler besteht aus einer Galliumarsenid-Lumineszenzäiode als Strehler und 

einem Silizium-npn-Fototransistor als Empfänger. 

Er dient zur galvenischen Trennung von Stromkreisen mit hohen Potentialdifferenzen und ist vor- 

wiegend für den Einsatz in der Steuer- und Regelungstechnik vorgesehen. 

Masse: 25 

Standard: TL 43 403 

Schaltzeichen nach TGL ROW 661-77 
Bild 1: Gehäuse



Kemngrüßen bei nf= 25 % zöichen 
Kollektor-Emitter- 
Strom 
bei 1p=0 m 

Ug - BV 

Kollektor-Emitter-Strom 

bei 1n = 10m 

Ug = 08 V 
Grundtyp )rper 

Gruppe A Ir = 10 m 

Gruppe B U„ =5,0V7 

Gruppe € 

Durchlaßgleichspennung 
bei Ip = 50 mi 

Egln.'gil.lißhlhm 
ei u„_ =3V 

Isolationswiderstand ‘ 
bei Urg = 0,5 xW 

„Schaltzeiten! 
‚bei Iop(p) = 2 

M Uoo =20 W 
und Rı = 1002 
Impuls-Anstiegazeit 

Impuls-Abfallzeit 

Verzögerungszeit 

Speicherzeit 

Grenzwerte 
Durchlaßgleichatrom“? 
bei 2% = -40 bia 25 %C 

s;p!.t:muh:l...ll-tru.” 
periodischer 
bei 1 m 40 bis 25 ° 

Sperrgleichspamung 

dei, 7% = -40 b18°85 °% 

Spitzens! ‚ E 
dei 2% = -40 die 85 °C 

Kollektor-Emitter-Spannung 
bei 17 = =40 die 85 % 

Kollektor-Emitter-Spitzen- 
Spennung 
bei 2% = -40 die 85 °% 

min, %yP- L Einheit 

Iexo - - 0,1 u 

1Icz (8) 2,0 - - mk 

I°l(ll 2,0 - 5,0 m 

Lop(8) 4,0 - 8,0 m 
1cR(H) 6,3 - 12,5 a 

Iogy 190 - 20,0 m 

Ug - - 1,5 y 

IR - - 10 }u 

Rıg 10 - - G 

%z - - 10 Fn 

%2 - - 10 yn 
a - - z u 

g - - 1 ya 

Kurzzeichen nin. max, Einheit 

1 - 100 m 

Ifu - 200 mA 

Ur - 3 Y 

'llm - 3 Y 

Uexo - 35 Y 

Uogu - 3 ®
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Fortsatzung 

Grenzwerte - Kurszeichen min L29 Einheit 

Emitter-Kollektor-Spannung i 
L dei 4’..-4?b1‚|fl50 B555 - 5 Y 

Emitter-Kollektor-Spitzen- 
8pennung n ; 

bei U, = -40 bis 85 °C L - 5 Y 

flcnntnrlulthilhlng" S 
dei 14 = -40 die 25 C Prg - 200 nr 

8p.'l.tnn1.o:l..t!.m-“ 
spanmung 
periodigche . . - 10 xr 
Isolationsgieichspannung W9 - 10 XxVY 

Betriebstemperaturbereich u «40 85 % 

Lagerungstemperaturbereich ı, -50 50 % 

1) Der Durohlaßstrom Ip ist so zu wählen, daßS sich der angegebene Kollektor-Emitterstrom Irn y) ®in- 

stellt. 

2) 1, vdes A >25°% — siehe B11d 4 

® Ippy bei >25 ° aiehe 3420 4 
%, = 50 us; m® w 1:2; abweichende Tastverhältniase 
nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender 

1 pıg des f >25°% — ntehe BiL6 3 
5 Kriechstrecke nach TGL 16 559 imnerhalb 1 min; bei abweichender Bezugsatmosphäre Korrektur nach 

E GL 20 618/02 
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Bild 2: Definition der Schaltzeiten 
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Bild 3: Abhängigkeit der max, zulässigen 

Verlüstleistung von der Um- 

gebungstenperatur 

Bild 4: Abhängigkeit des max. zulässigen Durchlaß- 

gleichstromes und des max. zulässigen 
periodischen Spitzendurchlaßstromes von der 

Umgebungstemperatur
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Bild 5: Impulsbelastungsdisgramm für den Spitzenstrom der 

Eingangsdiode und der Umgebungstemperatur l. = 25 %C 
Parameter: Y= lp 
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L Bild 6:; Mittlerer Durchlaßstrom der Eingangsdiode in 

9 1 4 I 3V2U 8 .'I Abhängigkeit von der Durchlaßs pannung 
“ 

H Änderungen vorbehalten! 
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